12. Полупроводниковые приборы и устройства 
Роль изовалентных сурфактантов в процессах диффузии цинка в арсениде галлия.
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Поведение легирующей примеси в присутствии изовалентных атомов в материалах А3В5 приобретает особую актуальность в связи с использованием многослойных гетероструктур на их основе в полупроводниковых приборах
Методы выращивания таких структур предполагают высокотемпературные циклы, в процессе которых происходит дополнительная взаимная диффузия материалов, образующих гетеропереходы. Известно, что при выращивании структур методом МОC-гидридной технологии путём введения изовалентных сурфактантов возможно, например, изменять уровень легирования слоёв цинком в процессе их роста [1]. Ранее нами было показано, что изовалентные примеси индия и фосфора, введённые в приповерхностную область арсенида галлия являются эффективными пассивирующими элементами, а в процессе их дальнейшей диффузии в структурах арсенид галлия–германий они существенно улучшали свойства гетерограницы.[2,3].
Целью данной работы было изучение процесса изотермической диффузии цинка в слои арсенида галлия в присутствии фосфора и индия. Исследовалось влияние собственных и примесных точечных дефектов на механизм диффузии цинка, оптические и электрофизические свойства слоёв арсенида галлия совместно легированные цинком, фосфором, индием. 
Профили примесей Zn, In,P исследовались методом вторичной ионной масс-спектрометрии (ВИМС) с помощью прибора CAMECA IMS-7f. В качестве первичных использовались ионы O2+ с энергией 4 кэВ и Cs+ с энергией 5 и 15 кэВ. Фотолюминесценция измерялась при T=77 K при возбуждении длиной волны 532 нм. Концентрация свободных носителей в приповерхностной области определялась методом Рамановского рассеяния.
Совокупность полученных данных показывает, что присутствие примесей фосфора и индия на поверхности GaAs и их дальнейшая диффузия в объём материала меняют механизм диффузии легирующего элемента (цинка) при одинаковых температурно-временных условиях, вне зависимости от концентрации примеси в подложках n-типа. Концентрация электрически активной акцепторной примеси и глубина p-n перехода определяются соотношением индия и фосфора при одинаковом источнике цинка. Обнаружено, что рекомбинационные процессы в слоях арсенида галлия, легированного цинком в присутствии индия и фосфора также зависят от взаимного соотношения фосфора и индия. Таким образом, показана возможность управления процессом диффузии цинка с использованием индия и фосфора в качестве сурфактантов. 
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